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Motivation : les nanofils semiconducteurs presentent un intérét
considéerable tant pour leurs aspects fondamentaux que pour les
futures geénérations de composants (opto-) electroniques, de
capteurs, de cellules solaires, et de nano-sources d'énergies.
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Contexte : grace aux progres realisés sur les technigues
d'élaboration et de caractérisations a I'échelle nanomeétriqgue nous
disposons au sein de la communaute francaise de tous les outils
néecessaires a une étude approfondie du dopage dans les nanofils Mastering the nanowires doping
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Le cas du dopage des nanofils d'oxyde de zinc (ZnO) a été choisi dans ce projet,
avec en particulier le verrou technologigue du dopage p dans ZnO. Six partenaires
forment le consortium : le GEMAC (Groupe d'Etude de la Matiere Condensée), le
GPM (Groupe de Physique des Matériaux), I'INL (Institut des Nanotechnologies de
Lyon), I'Institut Neel, le CEA-LETI et le CEA-DEN.

Ambition : évaluer et comprendre les relations complexes entre
le dopage, la basse dimensionnalite, les effets de surface et les
proprietés de transport, cela en s'appuyant sur des études
structurales, optiques et électrigues a I'échelle nanométrique, ainsi
gue sur des calculs ab Initio.
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* Croissance et dopage In situ par MOCVD

Etudes a mener :

* Reconstruction des surfaces non polaires
 Interactions entre défauts et surfaces

\\- Effet de la surface sur le dopage

/ Evaluer lI'incorporation des dopants \
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(Etude en cours de l'influence du diametre (50 nm — 1um) sur les
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